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高速 THz イメージングシステムの応用例として、シリコン基板検査を

行った。シリコン基板の半分にそれぞれ 5×1013cm-2、5×1014cm-2、5

×1015cm-2 の面密度でホウ素をイオン注入した３種類の試料を用い、

テラヘルツ波をその試料に照射し、透過したテラヘルツ波の時間波形

を測定した。図１中の挿入図で、実線は５×１０１５cm－２の面密度で

イオン注入している部分、点線はイオン注入していない部分の時間波

形を示している。図のように、イオン注入した部分は、していない部

分に比べて、振幅が小さくなっているが、ピークの位置は変わってい

ない。図に、規格化したイオン注入した部分のピーク振幅の大きさと

イオン注入量の関係を示す。イオン注入量が増えるに従って、振幅が

小さくなっていることが分かる。時間遅延をピーク位置に固定して行ったイメージングの結果を図２に示す。明るい部分がイオン注入していない

部分で、その隣の暗い部分がイオン注入した部分である。測定時間は現在約１５分であるが、１分程度に短縮可能である。 

1013 1014 1015 1016
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

22 24 26

-30

-15

0

15

 

 

A
m
pl
it
ud
e 
(a
rb
.u
n
it
)

Time (ps)

 

 

R
e
du
c
e
d 
am
pl
it
u
de

Boron implantation dosage  (cm-2)

図 1 

0 5 10 15 20 25 30
0

5

10

15

20

25

30

X (mm)

Y
 (m

m
)

図 2 


